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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/05     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/22     　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｂ   33/22     　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/28     １００Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月1日(2016.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレクトロルミネッセント有機電界効果アンバイポーラトランジスタであって、
　・ゲート電極と、
　・前記ゲート電極上に配される誘電体層と、
　・エネルギーバンドが最高被占分子軌道ＨＯＭＯ－ＳＣｐ及び最低空分子軌道ＬＵＭＯ
－ＳＣｐによって決定されるＰ型半導体層、エネルギーバンドが最高被占分子軌道ＨＯＭ
Ｏ－ＳＣｎ及び最低空分子軌道ＬＵＭＯ－ＳＣｎによって決定されるＮ型半導体層（ＳＣ
ｎ）、並びに逆符号の電荷キャリアの再結合を可能にするように適合され、前記Ｐ型半導
体層及び前記Ｎ型半導体層の中間に配される発光層を備え、前記発光層は代替的にエネル
ギーバンドが最高被占分子軌道ＨＯＭＯ－Ｒ及び最低空分子軌道ＬＵＭＯ－Ｒによって決
定される単一の材料、または一つのホスト材料及び一つ以上のゲスト材料から構成される
ホストーゲスト系から構成され、前記ホスト材料はエネルギーバンドが最高被占分子軌道
ＨＯＭＯ－Ｈ及び最低空分子軌道ＬＵＭＯ－Ｈによって決定され、一つまたは複数の前記
ゲスト材料は各エネルギーバンドが最高被占分子軌道ＨＯＭＯ－Ｇ及び最低空分子軌道Ｌ
ＵＭＯ－Ｇによってそれぞれ決定される、前記誘電体層上に配されるアンバイポーラチャ
ンネルと、
　・第一型の電荷を注入するのに適合されたソース電極及び第二型の電荷を注入するのに
適合されたドレイン電極であって、前記ソース電極及びドレイン電極は、前記Ｐ型半導体
層または前記Ｎ型半導体層の上層と接触し、前記Ｐ型半導体層または前記Ｎ型半導体層の
底層は前記誘電体層と接触する電極と、を備える積層された層の構造を有し、
　・前記Ｐ型半導体層または前記Ｎ型半導体層の前記上層及び前記発光層の界面における
実行的な電界効果移動度の値と、前記Ｐ型半導体層または前記Ｎ型半導体層の前記底層及
び前記誘電体層の界面における実行的な電界効果移動度の値との比が０．０５から２０の



(2) JP 2015-513795 A5 2016.3.24

範囲内であり；
　・前記Ｐ型半導体層が前記誘電体層と接触し、前記発光層が単一の材料から構成される
場合には：
　－ＨＯＭＯ－ＲレベルとＨＯＭＯ－ＳＣｎレベルの差は０．２ｅＶから１ｅＶであり、
　－ＬＵＭＯ－ＲレベルとＬＵＭＯ－ＳＣｎレベルの差は０．２ｅＶから０．８ｅＶであ
り、
　－ＨＯＭＯ－ＲレベルとＨＯＭＯ－ＳＣｐレベルの差は０ｅＶから０．５ｅＶであり、
　－ＬＵＭＯ－ＲレベルとＬＵＭＯ－ＳＣｐレベルの差は－１ｅＶから０ｅＶであり；
　・前記Ｎ型半導体層が前記誘電体層と接触し、前記発光層が単一の材料から構成される
場合には：
　－ＨＯＭＯ－ＲレベルとＨＯＭＯ－ＳＣｎレベルの差は０ｅＶから１ｅＶであり、
　－ＬＵＭＯ－ＲレベルとＬＵＭＯ－ＳＣｎレベルの差は－０．５ｅＶから０ｅＶであり
、
　－ＨＯＭＯ－ＲレベルとＨＯＭＯ－ＳＣｐレベルの差は－０．２ｅＶから－０．８ｅＶ
であり、
　－ＬＵＭＯ－ＲレベルとＬＵＭＯ－ＳＣｐレベルの差は－０．２ｅＶから－１ｅＶであ
り；
　・前記Ｐ型半導体層が前記誘電体層と接触し、前記発光層がホスト―ゲスト系から構成
される場合には：
　－ＨＯＭＯ－ＨレベルとＨＯＭＯ－ＳＣｎレベルの差は０．２ｅＶから１ｅＶであり、
　－ＬＵＭＯ－ＨレベルとＬＵＭＯ－ＳＣｎレベルの差は０．２ｅＶから３ｅＶであり、
　－ＨＯＭＯ－ＨレベルとＨＯＭＯ－ＳＣｐレベルの差は０ｅＶから０．５ｅＶであり、
　－ＬＵＭＯ－ＨレベルとＬＵＭＯ－ＳＣｐレベルの差は－１ｅＶから３ｅＶであり、
　全てのゲスト材料に対して：
　－ＬＵＭＯ－ＧレベルとＬＵＭＯ－ＳＣｎレベルの差は０．３ｅＶから－１ｅＶであり
、
　－ＨＯＭＯ－ＧレベルとＨＯＭＯ－Ｈレベルの差は０ｅＶから１ｅＶであり；
　・前記Ｎ型半導体層が前記誘電体層と接触し、前記発光層がホスト―ゲスト系から構成
される場合には：
　－ＨＯＭＯ－ＨレベルとＨＯＭＯ－ＳＣｎレベルの差は－３ｅＶから１ｅＶであり、
　－ＬＵＭＯ－ＨレベルとＬＵＭＯ－ＳＣｎレベルの差は－０．５ｅＶから０ｅＶであり
、
　－ＨＯＭＯ－ＨレベルとＨＯＭＯ－ＳＣｐレベルの差は－０．２ｅＶから－３ｅＶであ
り、
　－ＬＵＭＯ－ＨレベルとＬＵＭＯ－ＳＣｐレベルの差は－０．２ｅＶから－１ｅＶであ
り、
　全てのゲスト材料に対して：
　－ＨＯＭＯ－ＧレベルとＨＯＭＯ－ＳＣｐレベルの差は－０．３ｅＶから１ｅＶであり
、
　－ＬＵＭＯ－ＧレベルとＬＵＭＯ－Ｈレベルの差は０ｅＶから－１ｅＶであることを特
徴とするトランジスタ。
【請求項２】
　前記比が０．７から１．３の範囲内である、請求項１に記載のトランジスタ。
【請求項３】
　前記Ｐ型半導体層または前記Ｎ型半導体層の前記上層及び前記発光層の界面における前
記実行的な電界効果移動度の値と、前記Ｐ型半導体層または前記Ｎ型半導体層の前記底層
及び前記誘電体層の界面における前記実行的な電界効果移動度の値が、少なくとも１０－

３ｃｍ２／Ｖｓである、請求項１に記載のトランジスタ。
【請求項４】
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極間の距離が２０μｍから３００μｍである、請求
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項１に記載のトランジスタ。
【請求項５】
　前記発光層と、前記Ｐ型半導体層または前記Ｎ型半導体層のそれぞれとの界面における
表面ラフネスが０．２ｎｍから１０ｎｍの範囲内である、請求項１に記載のトランジスタ
。
【請求項６】
　前記表面ラフネスが０．２ｎｍから５ｎｍの範囲内である、請求項５に記載のトランジ
スタ。
【請求項７】
　前記アンバイポーラチャンネルを形成する材料が９９．８％から９９．９９９％の間の
純度を有する、請求項１に記載のトランジスタ。
【請求項８】
　前記純度が９９．９９％から９９．９９９％の間である、請求項７に記載のトランジス
タ。
【請求項９】
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極が同じ材料からなる、請求項１に記載のトランジ
スタ。
【請求項１０】
　前記Ｐ型半導体層が前記誘電体層と接触し、前記発光層が単一の材料から構成されてい
る場合には：
　－ＬＵＭＯ－ＲレベルとＬＵＭＯ－ＳＣｎレベルの差は０．２ｅＶから０．６ｅＶであ
り、
　－ＨＯＭＯ－ＲレベルとＨＯＭＯ－ＳＣｐレベルの差は０．２ｅＶから０．５ｅＶであ
り、
　－ＬＵＭＯ－ＲレベルとＬＵＭＯ－ＳＣｐレベルの差は－１ｅＶから－０．２ｅＶであ
り；
　前記Ｎ型半導体層が前記誘電体層と接触し、前記発光層が単一の材料から構成されてい
る場合には：
　－ＨＯＭＯ－ＲレベルとＨＯＭＯ－ＳＣｎレベルの差は０．２ｅＶから１ｅＶであり、
　－ＬＵＭＯ－ＲレベルとＬＵＭＯ－ＳＣｎレベルの差は－０．５ｅＶから－０．２ｅＶ
であり、
　－ＨＯＭＯ－ＲレベルとＨＯＭＯ－ＳＣｐレベルの差は－０．２ｅＶから－０．６ｅＶ
である、請求項１に記載のトランジスタ。
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